
応用分野
Develop

研究
内容

論文・解説など

連絡先HP

[1] S. Usami et al., J. Appl. Phys. 136 (2024) 085103.
[2] Y. Sakurai et al., J. Appl. Phys. 134 (2023) 085704.
[3] S. Shimizu et al., Appl. Phys. Express 15 (2022) 

035503.

窒化ガリウム（GaN）は次世代パワーデバイスや次世
代通信システムへの適用が期待される半導体材料です。
GaN 自体の高品質化と低コスト化を図り GaN デバイスを
普及させることは脱炭素社会の実現に不可欠です。低コ
ストかつ高品質な GaN 結晶を得るため、我々は酸化物原
料を用いた新規気相成長法（OVPE 法）を開発しています。
この OVPE 法で作製した GaN 結晶を用いることで半導体
デバイスが従来よりも低損失になることを実証しており
ます。一日もはやく我々の研究が社会実装されることを
目指し、企業との共同研究も盛んに行っております。
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半導体材料の特性を記述する計算効率の高いモデルを構築する
とともに、これを半導体デバイスの数値シミュレーションに組
み込むことで、半導体デバイスのより高精度な特性予測や性能
向上指針の提示に向けた理論研究を行っています。近年提案さ
れている、新材料を利用した半導体デバイスでは、従来材料（シ
リコン）と異なる材料特性がデバイス特性に影響します。その
ため、デバイス特性のシミュレーションには、そのような材料
特性を考慮可能なモデルが必要です。そこで、材料特性を効率
よく記述可能なモデルを新規に開発した上で、半導体デバイス
の特性を数値シミュレーションにより計算します。
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炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）をはじめと
するワイドギャップ半導体は、電力変換時の損失を大幅
に低減可能な次世代の低損失パワーデバイス用材料とし
て期待されています。一部のデバイスは既に実用化され
ているものの、材料が本来有するポテンシャルを発揮で
きていません。デバイス性能および信頼性の向上を妨げ
る物理的要因を明らかにし、その理解に基づいたプロセ
スの開発に取り組むことで、ワイドギャップ半導体デバ
イスの実装とさらなる普及による省エネルギー社会の実
現を目指します。
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